T hren-Jokimente 6 AV 6 (EBC91)

Duodiode + Nf-Triode,

+x Verbundréhre

Allgemeines: Miniaturrshre, von Lorenz gefertigt. Zur Gleichrichtung der Hochirequ

12 AV 6 (HB(91)

Blatt 1

enz bxw. der Zwischenfre-

ymz nimmt man d II, zur Regelspannungserzeugung d 1. Der d 11 benachbarte Helzfadenslift ist zu erden, oder es

sl ihm wenigstens das kleins tmégliche Potential gagen Masse zu erteilen.

Heizung: indirekt geheizte Oxydkatode. Parallelspeisung bei der 6 AV 6 ( auch Serienspeisung mbyglich), Serienspai-

sung bei der 12 AV 6. 6 AV S 12 AV 6
Heizspannung | Uy 6,3 12,6 " Volt
Helzsirom If 0,3 0,15 Amp
Zuldssige Abweichung
von der Helzspannung +10 %o
vom Helzsirem +6 0/o
Meflwerte (statlsch): Yy = 250V
a) der Diodsnsysteme: Iy=12mA
Diodenspanntng Uy 10 Voll
ﬂioﬁen:trnm Iq 7 mA ffﬁ' r==2V
b) des Triodensysiems:.
Anodenspannung Ugr 250 Volt
Gittervorspannung Uy, —2 Volt
Anodensirom Lot 1,2 mA 1
Steilheit S . 1,6 mA/vV 63V 034
Durchgriff D 1 . 0/g (136V; T54)
Innanwiderstand R; 62 kQ = BAVE
Betriebswerte: a) des Diodensystems bei der Verwendung als Hf- (Zf-} Demoduilator: MeBschaltung
Der Ddmpfungswiderstand R 4', weicher am Schwingungskrais wirksam wird, bairdgt bel |
einar Hf-Spnnn Ung von
Ra f
| R
I 6ave
b} des Triodensystems als Ni.Verstdrker mit RC-Kopplung : |
Betriebsspannung | Uy, 250 200 100 Voit
" AuBenwlderstand - Ry 200 200 200 kQ
Siebwiderstand Rasieb 20 20 &0 - kQ
{ Anodenspannung U, ca - 150 715 55 Voli)
Gittervorspannung Ug1 —1,5 —0,9 —0,3 Voit
- Anodensirom I 0,5 0,375 ‘_Q,E_ mA
Spamnungaverstdrkuny v 63 60 45 fach
Klirrfakitor K 2,7 3.4 %/o0
belUy,  opr= 3,5 10 § Voit
Grenzwerte: a) der Diodensysteme ~
Diodenspannung, Scheitelwert Uy max 200 Volt
Diodenglelchstrom - I4 max 1 mA
Diodenstrom-Einsatzpunkt: Bei Iy = 0,3 nA lst Uy nie negaffver als —1,3 Vol
b) des Triodensystems :
Anodenspannung Ua max 250 Voif
Anodenkaltspannung Yat max 350 Voit
Anodenveriusitielstung Qy max - 1 Watt
Kalodenstrom It max 4 mA
Gitterableitwidarstand Rg, " 3 MQ



6 AV 6

Spannung zwischen

Faden und Schicht
AuBenwiderstand zwischen

Faden und Schicht
Gitterstrom-Einsafzpunk!: Bei Ign = 0,3 pA ist Ug, nie negafiver als —1,3 Volt

Innere R6hrenkapazititen:

a} der Diodensysteme
Dioda I - Katode

Dicde I1 - Katode
Diode I - Diode I
Diode II - Heizfaden

b) des Triodensystems

Eingang
Ausgang

Gitter 1 - Anode
Gitter 1 - Heizfaden

¢) aligemein

Diode [ - Anode Triode

Diode II - Anode Triode

Diode I - Gitlter 1 Triode
Diode II - Gitler T Triode
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